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１．概要（Summary） 

ダイヤモンド窒素空孔中心 (Nitrogen Vacancy 

center: NV センター)は室温動作型の高感度・高空間分

解能センサーとして期待されている。本研究ではNVセン

ターを含むダイヤモンドを原子間力顕微鏡のプローブとし

て用いてセンシングする手法を目指している。そのため、

NV センターを含む AFM プローブを製作することを目的

とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125 kV電子ビーム描画装置、酸

化膜ドライエッチング装置、12 連電子銃型蒸着装置、プ

ラズマ CVD 装置、多目的ドライエッチング装置、レーザ

ー露光装置 

 

【実験方法】 

まず NV センターを製作する前に、基板上に溝状の微

細加工を施した。この工程ではプラズマ CVD 装置、レー

ザー露光装置、多目的ドライエッチング装置、酸化膜ドラ

イエッチング装置を用いた。次にダイヤモンド薄膜を成長

し、溝構造部分にNVセンターを製作した。現在成長させ

たNVセンターの評価を行っている。 

また、NV センターを含まないダイヤモンド基板で以降

の手順の条件出しを行った。まず50 μm厚のダイヤモン

ド基板上に直径 200, 250, 400, 600, 800 nmのピラー構

造を製作した。この時ピラー構造の位置合わせをするた

めにメタルアライメントマークを用いた。この工程ではメタ

ルアライメントマーク生成のためにレーザー描画装置、12

連電子ビーム装置を、ピラー製作のためにプラズマ CVD

装置、125 kV 電子ビーム描画装置、多目的ドライエッチ

ング装置、酸化膜ドライエッチング装置を用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 50 μm厚基板上のダイヤモンドピラーを製作した。さら

にNICTにてSEMを用い、形状評価を行った。Fig. 1に

製作した 800 nmのピラー構造を載せる。 

指定の個所にピラーを作製することはできたが、ピラー

先端が設計の円柱形にはかけ離れたものになってしまっ

た。今後は設計通りのピラーが製作できるよう条件出しを

行いたい。 
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Fig. 1 Pictures of 800 nm pillar on 50 μm diamond 


